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Problema 1  
Si consideri a T=300K un diodo Schottky realizzato con oro (Au) su arseniuro di gallio (GaAs) di tipo-n drogato con 

Nd_=5∙10
16

cm
-3

 . L’altezza di barriera è qφB0=0.87eV. Determinare in assenza di polarizzazione (a) l’energia 

potenziale di built-in qVbi; (b) la larghezza xd della zona di svuotamento; (c) il campo elettrico Emax alla giunzione 

metallo-semiconduttore. (d) Determinare il voltaggio inverso VR a cui l’abbassamento qΔφ della barriera Schottky è 

pari al 7% di qφB0. 

(NC = 4.7 10
17

 cm
-3 

; 𝜖rel,GaAs =13.1; 𝜖0 = 8.85·10
-14

 F/cm; k = 1.38 10
-23

 J/K) 

 

 

Quesito 1 

Si consideri una quantum well in GaAs. La massa efficace degli elettroni nel GaAs è m
*
e=0.07 m0, la massa efficace 

delle lacune è m
*
h=0.5 m0 (dove m0=9.11 10

-31 
kg è la massa dell’elettrone libero), Egap =1.42 eV. Lo spessore della 

quantum well è d=10 nm. 

(a) Calcolare il valore E1 del primo livello di energia di un elettrone rispetto al bordo EC della banda di conduzione. 

(b) Calcolare il valore E’1 del primo livello di energia di una lacuna rispetto al bordo EV della banda di valenza. 

(c) Calcolare la distanza in energia fra il primo livello di energia dell’elettrone e il primo livello di energia di una 

lacuna nella quantum well. 

(d) Calcolare la lunghezza d’onda del fotone emesso per ricombinazione e-h nella quantum well e confrontarla con 

quella del GaAs “bulk”. Calcolare la variazione di lunghezza d’onda Δλ. 

 

 

Quesito 2 

Si consideri un campione di GaAs di tipo-n irradiato con fotoni di energia hν=1.9 eV. La concentrazione di portatori 

minoritari in eccesso è δp= 10
15

cm
-3

 sulla superficie del campione. Sapendo che il coefficiente di assorbimento del 

GaAs a 1.9 eV è α=1.3∙10
4
 cm

-1
 e che il tempo di vita τ dei portatori in eccesso è τ =10

-7
 s, calcolare: 

(a) l’intensità I0 del fascio incidente sulla superficie del campione; 

(b) a quale distanza x dalla superficie del campione il rate di generazione g’(x) diventa il 20% di quello alla 

superficie (g’(0)). 

 

 

Quesito 3 

Un fascio di luce incide su un lastra di GaAs di spessore d=1μm. Se il 60% dell’intensità incidente è assorbita dal 

semiconduttore, determinare il coefficiente di assorbimento α. 

 

 

Quesito 4 

Partendo dalla relazione  

 
che esprime la concentrazione n0 di elettroni in banda di conduzione all’equilibrio termico in funzione di NC e di  

EC-EF, ricavare n0 in funzione di ni e di EF-EFi  : 

 
 

 

Quesito 5 

Un campione di GaAs a T=300K contiene impurità accettatrici con concentrazione Na=10
15

cm
-3

.  

(a) Calcolare la distanza fra il livello di Fermi intrinseco EFi  e il livello di Fermi E’F.  

(b)Si vuole che il livello di Fermi EF si trovi 0.45eV sotto il livello di Fermi intrinseco. Determinare la 

concentrazione e il tipo di impurità (donori oppure accettori) che devono essere aggiunte. 

 

 

 

 



 

 
 


